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１．概要（Summary） 
 単層 CNT は電気伝導性が高く，軸方向に高い熱伝導

性をもつため，小型化する電子デバイスへの利用などが

考えられている．そうしたデバイスの設計のためには CNT
の熱物性を理解しなければならない．本研究は単層CNT
の熱伝導性を測定するデバイス構造の作成を目的とす

る． 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置 
マスク・ウエーハ自動現像装置群 
光リソグラフィ装置 MA-6 
汎用 ICP エッチング装置 
【実験方法】 
フォトマスクを高速大面積電子線描画装置,マスクウエー

ハ自動現像装置群により加工した．SiO2/Si基板上に光リ

ソグラフィ装置により電極構造とトレンチ構造と触媒ライン

のパターンを作製した．トレンチ構造は汎用ICPエッチン

グ装置により,電極構造と触媒ラインはスパッタリング装置

（自前）により作製した．作製した構造から化学気相成長

法により孤立架橋CNTを合成を試みたが架橋せず，水晶

基板上の水平配行CNTをデバイス上に転写することによ

って架橋単層CNTを得た．その後架橋単層CNTのラマン

散乱光を計測した． 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 1: (a) Schematic illustration and (b)SEM 
image of suspended carbon nanotube. 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
化学気相成長法により架橋単層CNTを合成することはで

きなかった．転写による架橋構造の作製に成功した．その

真空状態で Analyzer（自前）を用いて電圧と電流のグラ

フを得ることができた．またRaman RenishawによりGバ

ンドを確認することができた． 
 
４．その他・特記事項（Others） 
本研究の一部は日本学術振興会科学研究費補助金の

助成を受けた． 
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